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1. 電源リップルノイズによる計測静電容量の減少特性について

VDD 電源にリップルノイズが重畳した場合、リップルノイズの周波数帯域によっては、制御電流が減り、TSm 端子に接続

された静電容量の測定値が減少する特性が発生します。本特性を参考値として提示しますので、VDD 電源に給電する外部電

源回路の設計に留意してください。

図 1 計測部回路 

なお、リップルノイズが重畳された場合の、CTSU2La の計測静電容量値の算出方法は、「静電容量タッチリップル対策ガイ

ド(R30AN0453)」の「3.4 タッチパラメータ調整 (2) RL78/G22 の容量計測値換算式」および「3.4.2 タッチ誤判定対策事例」

を参照してください。
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2. 特性データ

表 1. 静電容量センサユニット (CTSU2La) 特性 VDD 電源リップルノイズによる計測静電容量の減少特性(参考値)

（TA = - 40～+105℃, 2.4 V≦VDD≦5.5 V, VSS = 0 V, Cp = 20pF）

項目 略号 条件 Min. Typ. Max. 単位

計測静電

容量減少

特性注

Cdown 

リップルノイズ周波数 ＜ 20kHz リップルノイズ振幅
100 mVpp － － 0.02 

pF 

20kHz ≦リップルノイズ周波数 ≦ 2MHz リップルノイズ振幅
40 mVpp － － 0.06 

リップルノイズ振幅
60 mVpp － － 0.10 

リップルノイズ振幅
100 mVpp － － 0.33 

2MHz ＜ リップルノイズ周波数 リップルノイズ振幅
100 mVpp － － 0.01 

注. 下記条件の場合の値です。 

・自己容量方式 (CTSUCRAL.MD1 = 0) 使用時。

・電流計測レンジ 40uA (CTSUCRAL.ATUNE1 = 1, CTSUCRAH.ATUNE2 = 0) 設定時。電流計測レンジについては、アプリ

ケーションノート「QE for Capacitive Touch アドバンスドモード(高度な設定)パラメータガイド (R30AN0428)」の「3.4

電流レンジ」を参照してください。

・オフセット調整の目標値を 37.5%に設定。オフセット調整の概要については、アプリケーションノート「QE for Capacitive 

Touch アドバンスドモード(高度な設定)パラメータガイド (R30AN0428)」の「3.2 オフセットチューニング目標」を参

照してください。

備考. Cp: 寄生容量 

図 2 計測静電容量の減少量 

注. 条件の詳細は、アプリケーションノート「静電容量センサマイコン QE for Capacitive Touch アドバンスドモード (高

度な設定) パラメータガイド (R30AN0428)」を参照してください。
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3. ドキュメント改善計画

次回ユーザーズマニュアル改版時に、2. 特性データの内容を、第 35 章 静電容量センサユニット（CTSU2La）の 35.4 静

電容量センサユニット使用時の注意事項に記載いたします。

以上
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